
n+型 SiC 4H衬底

n-漂移层
n-type (N-doped 2×10¹⁴ 
cm⁻ ³, 3μm)

步骤1：基础外延结构



步骤2：热氧化SiO₂

n+型 SiC 4H衬底

n-漂移层
n-type (N-doped 2×10¹⁴ 
cm⁻ ³, 3μm)

SiO₂ 隔离层（热氧化生长）



步骤3：光刻刻蚀掩膜

n+型 SiC 4H衬底

SiO₂ 隔离层

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)

光刻胶
未覆盖光
刻胶区域
的SiO₂
被刻蚀去
除，露出
漂移层表
面用于后
续注入



n+型 SiC 4H衬底

SiO₂ 隔离层

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)

光刻胶

步骤4：离子注入 P+

P+ 注入区（保护环）



步骤5：去掩膜高温退火

n+型 SiC 4H衬底

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)
高温退火激活

P+ 注入区（保护环）



n+型 SiC 4H衬底

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)
高温退火激活

P+ 注入区（保护环）

步骤6：生长钝化层

钝化层（SiO₂ /Si₃ N₄ ）



n+型 SiC 4H衬底

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)
高温退火激活

P+ 注入区（保护环）

钝化层（SiO₂ /Si₃ N₄ ）

步骤7：刻蚀钝化层

刻蚀开窗（接触孔）



n+型 SiC 4H衬底

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)
高温退火激活

P+ 注入区（保护环）

欧姆接触金属（Ni/Ti/Al）

步骤8：溅射欧姆接触金属
（Ni/Ti/Al）

钝化层（SiO₂ /Si₃ N₄ ）



n+型 SiC 4H衬底

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)
高温退火激活

P+ 注入区（保护环）

欧姆接触金
属（Ni/Ti/Al）

步骤9：沉淀钝化层

二次钝化层（SiO₂ /Si₃ N₄ ）



n+型 SiC 4H衬底

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)
高温退火激活

P+ 注入区（保护环）

二次钝化层

步骤10：刻蚀钝化层

刻蚀开窗（PAD孔）

欧姆接触金
属（Ni/Ti/Al）



n+型 SiC 4H衬底

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)
高温退火激活

二次钝化层

步骤11：沉淀PAD金属 + 场板

PAD金属 + 场板

欧姆接触金
属（Ni/Ti/Al）



n+型 SiC 4H衬底
衬底减薄

n-漂移层，n-type (N-doped 
2×10¹⁴ cm⁻ ³, 3μm)
高温退火激活

二次钝化层

步骤12：衬底减薄 + 背底金属沉淀

背面金属



klayout代码



中间那个绿色圆，代表阳极区（有源区)。
外面套着的黄绿色圆环，代表保护环（终端刻蚀区）。
整个图最外面那个深绿色大圆，代表边界区（划片槽
边界）。


